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4H-SiC によるパワーMOS-FET は，低損失かつ高速スイッチング特性をもつ大電力用インバ

ータ素子として期待されている．パワーMOS-FET において SiC は 200℃以上の高温で動作させ

るため，電極接触界面における局所的な応力は闘値変動や機械的な剥離，クラック等の信頼性低

下の要因が指摘されており，パワーデバイス開発のためには熱応力分布や電子物性を知る必要が

ある．ごく最近Yangら[1]が 4H-SiCのラマンスペクトルの温度依存性の高分解能測定を報告し、

LOPC モードを単一スペクトルとして解析している．LOPC モードのラマンスペクトルからの電

子移動度,電子密度の測定は,室温に限定されたものが多い．我々は, E2モードの 3Dラマンイメー

ジングより電極付 4H-SiC の残留応力分布を求めた[2-4]．本研究では,第一原理計算を行い，E2モ

ードの振動パターンは C 軸と平行な方向に大きな振動成分をもつことがわかった。本研究では, 

得られた E2モードの振動パターンを用いて高温領域の電極付 n形 4H-SiCの残留応力分布の特性

を検討したので報告する． 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Figs.: (A) The sample condition of 4H-SiC. (B) center frequency and (C) linewidth of Raman imaging 

of E2 mode of 4H-SiC crystal as the area approaches the interface along z direction at 200℃. 
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